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の斜面の最適角度が 8 50 付近にある乙とを示している。また，集束イオンビームの加速電圧が 80kV
から 200kVの範囲で，位置検出の分解能が加速電圧の平方根に比例する乙とを見いだしている。さらに，
集速イオンビーム用位置合わせマークの最適深さは， ビーム径を 2b，斜面角度を 0 とすると，加速電圧



















(2) 位置検出マークの段差の最適形状を イオン種として Si. Be の両者についてビーム径依存性，加
速電圧依存性も考慮しで決定している。
(3) 実際に位置制御システムを集束イオンビーム装置に組み込んで，位置検出分解能とビーム径， ビーム
電流との関係について理論的実験的に検討し有用な知見を得ている。また装置に適した径測定法を考案
し，理論的，実験的にその有用性を示している。
(4) 分子線結晶成長装置と組み合わせたさい，マークの変形にも拘らず位置合わせが可能であることを三
次元構造を持つデバイスを製作する乙とで実証している。
以上のように本論文は集束イオンビーム装置の位置合わせ技術に関して初めて詳細な知見を与えたもの
であり，電子工学に貢献すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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